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1. 要約
この資料では、CPU書き換えモードのEW1 モードを使った内蔵フラッシュメモリ書き換えの使用例を紹

介します。

2. はじめに
この資料で説明する応用例は次のマイコンに適用されます。

マイコン : R32C/118グループ

R32C/118グループと同様のSFR(周辺機能制御レジスタ )を持つ他のR32C/100シリーズでも本プログラム

を使用することができます。ただし、一部の機能を追加等で変更している場合がありますのでユーザーズ

マニュアルで確認してください。このアプリケーションノートのご使用に際しては十分な評価を行ってく

ださい。

3. 設定手順

3.1 CPU書き換えモード

CPU 書き換えモードは、CPU がソフトウェアコマンドを実行することによって、フラッシュメモリを

書き換えるモードです。CPU書き換えモードでは、CPUバスから直接フラッシュメモリをアクセスせず、

フラッシュメモリ書き換え専用のバスを経由してフラッシュメモリにアクセスします。

図 3.1にCPU書き換えモード時のフラッシュメモリアクセスパスを示します。

図 3.1 CPU書き換えモード時のフラッシュメモリアクセスパス
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3.2 EW1モードの特徴

EW1モードでは、CPU書き換えプログラムでプログラムコマンド、イレーズコマンドを発行すること

で、ユーザ ROM 領域とデータ領域を書き換えることができます。EW1 モードでは、プログラム中、イ

レーズ中に割り込みを受け付けることができません。

表 3.1にEW1モードの特徴を示します。

3.3 フラッシュメモリ書き換えバスタイミング設定

フラッシュメモリ書き換えのためのバス設定はFEBC0、FEBC3 レジスタで行います。FEBC0、FEBC3
レジスタは、フラッシュメモリ書き換えバスタイミング設定およびフラッシュメモリ CPU 書き換えモー

ドタイミングに関する電気的特性を参照して、書き換え条件を満たすように設定してください。

EBC0、EBC3レジスタとFEBC0、FEBC3 レジスタは同じレジスタを共用していますので、フラッシュ

メモリ書き換え後はEBC0、EBC3レジスタを再設定してください。

以下にフラッシュメモリ書き換えバスタイミングの算出例を示します。

(1) クロック条件
EW1 モード遷移前は、シングルチップモード、メインクロック逓倍モードで動作しているものとしま

す。表 3.2にメインクロック逓倍モード遷移後のクロック条件、表 3.3にクロック関連レジスタの設定値

を示します。

表 3.1 EW1モードの特徴

項目 内容

CPU動作モード シングルチップモード

書き換えプログラムを実行できる領域 書き換え対象のブロック以外の内蔵フラッシュメモリ、内蔵RAM
ソフトウェアコマンドの制限 • プログラム、イレーズコマンド

書き換えプログラムのあるブロックに対して実行禁止
•  リードステータスレジスタコマンド

実行禁止
•  リードロックビットステータスモード移行コマンド

RAM上から実行してください

•  リードプロテクトビットステータスモード移行コマンド

RAM上から実行してください

プログラム、イレーズ後のモード リードアレイモード

プログラム、イレーズ中のCPUの状態 ホールド(入出力ポートはコマンド発行前の状態を保持)
フラッシュメモリのステータス検知 プログラムでFMSR0レジスタを読む

その他制限 プログラム、イレーズ中は割り込み(NMIを除く )、DMAを禁止にし

てください

表 3.2 クロック条件

クロック名 周波数

メインクロック 16MHz
PLLクロック 100MHz
ベースクロック 50MHz
CPUクロック 50MHz
周辺バスクロック 25MHz
周辺機能クロック源 25MHz
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(2) フラッシュメモリ条件
表 3.4にフラッシュメモリの規格値を示します。この規格値は、変更になる可能性があります。

ユーザーズマニュアルの電気的特性を参照してください。

表 3.3 クロック関連レジスタの設定値

レジスタ名 設定値 備考

PLC0 04h 詳細は「ユーザーズマニュアル」を参照してください

PLC1 03h 同上

PM3  40h PM36~PM35ビット =“10b” (周辺機能クロック源 4分周 )
CCR

1Fh

BCD1~BCD0ビット =“11b”(ベースクロック 2分周)
CCD1~CCD0ビット =“11b”(CPUクロック 分周なし)
PCD1~PCD0ビット =“01b”(周辺バスクロック 2分周 )
BCSビット =“0”(ベースクロック源 PLLクロック選択 )

PBC 0504h 詳細は「ユーザーズマニュアル」を参照してください

EBC0 0000h シングルチップモード動作のためリセット後の値のまま

表 3.4 フラッシュメモリCPU書き換えモードタイミング

記号 項目
規格値

単位
最小 最大

tcR リードサイクル時間 200 ns
tsu(S-R) リード前チップセレクトセットアップ時間 200 ns
th(R-S) リード後チップセレクトホールド時間 0 ns
tsu(A-R) リード前アドレスセットアップ時間 200 ns
th(R-A) リード後アドレスホールド時間 0 ns
tw(R) リードパルス幅 100 ns
tcW ライトサイクル時間 200 ns
tsu(S-W) ライト前チップセレクトセットアップ時間 0 ns
th(W-S) ライト後チップセレクトホールド時間 30 ns
tsu(A-W) ライト前アドレスセットアップ時間 0 ns
th(W-A) ライト後アドレスホールド時間 30 ns
tw(W) ライトパルス幅 50 ns
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(3) 必要サイクル数算出
設定値検討にあたり、クロック条件およびフラッシュメモリ条件からフラッシュメモリアクセスに必

要なサイクル数を算出します。

バスタイミングの基準となるクロックは、CCR レジスタのBCD1~BCD0 ビットで設定されるベースク

ロックです。表 3.2に示すクロック条件でベースクロックは 50MHz ですので、1 サイクル当たり 20ns に
なります。このサイクル時間を元に表 3.4のフラッシュメモリ条件をサイクル数単位に換算した結果を表

3.5に示します。

(4) バスタイミング選択
表 3.3の周辺バスクロック及び表 3.5を元にバスタイミングを決定します。

バスタイミングの決定には、周辺バスクロックにより決まる MPY1~MPY0 ビットの値及びフラッシュ

メモリのリードサイクル、ライトサイクルが必要になります。

表 3.6に周辺バスクロック2分周時におけるMPY1~MPY0ビット、FWR4~FWR0ビットとリードサイク

ルの関係を示します。

また、表 3.7 に周辺バスクロック 2 分周時における MPY1~MPY0 ビット、FSUW1~FSUW0 ビット、

FWW1~FWW0ビットとライトサイクルの関係を示します。ここで、網掛け部分はクロック条件、サイク

ル数の条件を共に満たす箇所を示します。

なお、周辺バスクロックが3分周、4分周の場合については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

表 3.5 必要サイクル数条件

記号
規格値

単位
サイクル数

単位
最小 最大 最小 最大

tcR 200 ns 10 サイクル

tsu(S-R) 200 ns 10 サイクル

th(R-S) 0 ns 0 サイクル

tsu(A-R) 200 ns 10 サイクル

th(R-A) 0 ns 0 サイクル

tw(R) 100 ns 5 サイクル

tcW 200 ns 10 サイクル

tsu(S-W) 0 ns 0 サイクル

th(W-S) 30 ns 1.5 サイクル

tsu(A-W) 0 ns 0 サイクル

th(W-A) 30 ns 1.5 サイクル

tw(W) 50 ns 2.5 サイクル
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表 3.6 周辺バスクロック2分周時におけるMPY1~MPY0ビット、FWR4~FWR0ビットとリードサイクルの関係

(単位：サイクル)

FWR3~FWR0
ビットの設定値

FWR4ビット

の設定値

MPY1~MPY0ビットの設定値

10b 11b
mpy = 3 mpy = 4

tsu(S-R)
tsu(A-R) tw(R) tcR th(R-S)

th(R-A)
tsu(S-R)
tsu(A-R) tw(R) tcR th(R-S)

th(R-A)

0000b wr=1
0 4 3 4 0 6 5 6 0
1 6 5 6 0 6 5 6 0

0001b wr=2
0 8 7 8 0 10 9 10 0
1 8 7 8 0 10 9 10 0

0101b wr=3
0 10 9 10 0 14 13 14 0
1 12 11 12 0 14 13 14 0

0110b wr=4
0 14 13 14 0 18 17 18 0
1 14 13 14 0 18 17 18 0

1010b wr=5
0 16 15 16 0 22 21 22 0
1 18 17 18 0 22 21 22 0

1011b wr=6
0 20 19 20 0 26 25 26 0
1 20 19 20 0 26 25 26 0

1111b wr=7
0 22 21 22 0 30 29 30 0
1 24 23 24 0 30 29 30 0

表 3.7 周辺バスクロック2分周時におけるMPY1~MPY0ビット、FSUW1~FSUW0ビット、FWW1~FWW0ビット

とライトサイクルの関係
(単位：サイクル)

FSUW1~FSUW0
ビットの設定値

FWW1~FWW0
ビットの設定値

MPY1~MPY0ビットの設定値

10b 11b
mpy = 3 mpy = 4

tsu(S-W)
tsu(A-W) tw(W) tcW th(W-S)

th(W-A)
tsu(S-W)
tsu(A-W) tw(W) tcW th(W-S)

th(W-A)

00b suw=0

00b ww=1 1 3 6 2 1 4 6 1
01b ww=2 1 6 8 1 1 8 10 1
10b ww=3 1 9 12 2 1 12 14 1
11b ww=4 1 12 14 1 1 16 18 1

01b suw=1

00b ww=1 4 3 8 1 5 4 10 1
01b ww=2 4 6 12 2 5 8 14 1
10b ww=3 4 9 14 1 5 12 18 1
11b ww=4 4 12 18 2 5 16 22 1

10b suw=2

00b ww=1 7 3 12 2 9 4 14 1
01b ww=2 7 6 14 1 9 8 18 1
10b ww=3 7 9 18 2 9 12 22 1
11b ww=4 7 12 20 1 9 16 26 1

11b suw=3

00b ww=1 10 3 14 1 13 4 18 1
01b ww=2 10 6 18 2 13 8 22 1
10b ww=3 10 9 20 1 13 12 26 1
11b ww=4 10 12 24 2 13 16 30 1
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(5) バスタイミング設定値
表 3.6、表 3.7 により、クロック条件とフラッシュメモリ条件を満たし、バスタイミングが最適な設定

値は、表 3.8の通りになります。

表 3.8のバスタイミングをFEBC0レジスタの各ビットに設定するとFEBC0 = 5885hとなります。

図 3.2にFEBC0レジスタの設定内容を示します。

図 3.2 フラッシュメモリ書き換えバス制御レジスタ0(FEBC0)の設定値

表 3.8 バスタイミング最適値

項目 設定値 備考

FWR3~FWR0 0101b wr = 3
FWR4 0 微調整しない

FSUW1~FSUW0 00b suw = 0
FWW1~FWW0 10b ww = 3

MPY1~MPY0 10b
mpy = 3

(周辺バスクロック2分周 )

フラッシュメモリ書き換えバス制御レジスタi (FEBCi)(i = 0, 3)

0 1 0 1 1 0 0 0
b15 b8

FWR3~FWR0

FWR4

“0”にしてください

MPY1~MPY0

リード信号パルス幅設定ビット

wr = 3

リード信号パルス幅微調整ビット

設定サイクル数逓倍ビット

0101b： 

微調整しない0： 

mpy = 3

b7 b0

1 0 0 0 0 1 0 1

10b： 

FSUW1~FSUW0 ライト前アドレスセットアップ時間設定ビット

suw = 000b： 

FWW1~FWW0 ライト信号パルス幅設定ビット

ww = 310b： 

“1”にしてください

“0”にしてください

“1”にしてください

“0”にしてください
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(6) CPU動作モードとフラッシュメモリ書き換え

フラッシュメモリ書き換えのバスタイミング設定に使用するレジスタはCPU の動作モードによって異

なります。

メモリ拡張モードを使用せずシングルチップモードのみを使用する場合、CB01、CB12、CB23 レジス

タはリセット後の値 (“00h”)のまま変更しないでください。このとき、プログラム領域、データ領域とも

FEBC0レジスタでバス設定が行えます。

メモリ拡張モードを使用する場合、CB01、CB12、CB23 レジスタを各レジスタの設定範囲に従って、

値を変更してください。このとき、プログラム領域はFEBC0レジスタ、データ領域はFEBC3レジスタで

バス設定が行えます。

また、メモリ拡張モードで使用するEBC0、EBC3レジスタとFEBC0、FEBC3レジスタは同じレジスタ

を共用していますので、フラッシュメモリ書き換えのためにFEBCiレジスタ (i=0,3)を変更するとEBCiレ
ジスタの設定値も変化します。このため、CPU書き換えモード中にはCS0領域、CS3領域に配置された

外部デバイスにアクセスできなくなる場合があります。

表 3.9にこれらの詳細と制限事項を記載します。

表 3.9 CPU動作モードとフラッシュメモリ書き換え

項目
CPU動作モード

シングルチップモード メモリ拡張モード

CB01レジスタ 00hのまま変更しないで下さい 04h~F8hの範囲で、かつCB12レジスタの設定値よ

り大きい値を設定してください

CB12レジスタ 00hのまま変更しないで下さい 03h~F7hの範囲で、かつCB23レジスタの設定値よ

り大きくCB01レジスタの設定値より小さい値を設

定してください

CB23レジスタ 00hのまま変更しないで下さい 02h~F6hの範囲で、かつCB12レジスタの設定値よ

り小さい値を設定してください

プログラム領域のバス設定 FEBC0レジスタ FEBC0レジスタ

データ領域のバス設定 FEBC0レジスタ FEBC3レジスタ

FEBCiレジスタ設定後の

CS0領域、CS3領域の状態

－ • セパレートバス
• 16ビット幅

• RDY信号無視

制限事項 なし • HOLD信号は無視されます

• CS0領域、CS3領域をマルチプレクスバスで使用

していた場合、CPU書き換えモード時は外部デバ

イスにアクセスできません
• CS0領域、CS3領域のバスタイミングが変わりま

すので、外部デバイスにアクセスできなくなる場
合があります



R32C/100シリーズ
CPU書き換えモード (EW1モード )を使った

ユーザROM領域の書き換えについて

RJJ05B1586-0100 Rev.1.00 Page 8 of 23
2010.05.28

3.4 設定手順概略

CPU書き換えモード (EW1モード)の実行フローを図 3.3に示します。

図 3.3 CPU書き換えモード(EW1モード)実行フロー

EBC0レジスタ設定値の退避

フラッシュメモリ書き換えバスタイミング設定

CPU書き換えモード移行

EW1モード選択

ソフトウェアコマンド発行

通常モード復帰

CPU書き換えプログラム
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3.5 設定手順詳細

AAh

EBC0レジスタ設定値の退避

EBC0レジスタとFEBC0 、レジスタはアドレスを共有しますので EBC0レジスタの設定値を内部
RAM 。に退避してください 

フラッシュメモリ書き換えバスタイミング設定

b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

書き込み許可AAh： 

フラッシュメモリ書き換えバス制御レジスタi
(FEBCi)(i = 0, 3)

0 1 0 1 1 0 0 0
b15 b8

FWR3~FWR0

FWR4

“0”にしてください

MPY1~MPY0

リード信号パルス幅設定ビット

wr = 3

リード信号パルス幅微調整ビット

設定サイクル数逓倍ビット

0101b： 

微調整しない0： 

mpy = 3

b7 b0

1 0 0 0 0 1 0 1

10b： 

FSUW1~FSUW0 ライト前アドレスセットアップ時間設定ビット

suw = 000b： 

FWW1~FWW0 ライト信号パルス幅設定ビット

ww = 310b： 

“1”にしてください

“0”にしてください

“1”にしてください

“0”にしてください

設定内容の詳細は“3.3フラッシュメモリ書き換えバスタイミング
設定”を参照してください

00h
b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

書き込み禁止AAh以外： 

次ページへ続く

PRRレジスタを“AAh”(書き込み許可) 、にした後は 必ず“AAh以外”(書き込み禁止)にしてください
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前ページから

AAh

CPU書き換えモード移行

b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

書き込み許可AAh： 

1 0 0 0 0 0 0 1
b7 b0

フラッシュメモリ制御レジスタ(FMCR)

FEW CPU書き換えモード設定ビット

CPU書き換えモード1： 

“1”にしてください

“0”にしてください

00h
b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

書き込み禁止AAh以外： 

PRRレジスタを“AAh”(書き込み許可) 、にした後は 必ず“AAh以外”(書き込み禁止)にしてください

次ページへ続く



R32C/100シリーズ
CPU書き換えモード (EW1モード )を使った

ユーザROM領域の書き換えについて

RJJ05B1586-0100 Rev.1.00 Page 11 of 23
2010.05.28

前ページから

EW1モード移行

0 0 0 0 0 0 0 1
b7 b0

フラッシュレジスタプロテクト解除レジスタ0(FPR0)

PR0 プロテクト解除ビット

書き込み許可1： 

“0”にしてください

0 0 0 0 0 1
b7 b0

フラッシュメモリ制御レジスタ0(FMR0)

EWM 書き換えモード選択ビット

EW1モード1： 

LBM ロックビットリードモード設定ビット

データバス経由で読み出し0： 
LBSビットで読み出し1： 

“0”にしてください

0 0 0 0 0 0 0 0
b7 b0

フラッシュレジスタプロテクト解除レジスタ0(FPR0)

PR0 プロテクト解除ビット

書き込み禁止0： 

“0”にしてください

FMPR0レジスタのPR0ビットを“1”(書き込み許可) 、にした後は 必ず“0”(書き込み禁止) 。にしてください 

次ページへ続く

FMR0 、 。レジスタを設定する場合は ビット単位で書き換えてください 
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前ページから

ソフトウェアコマンド発行(第一コマンド)
内蔵フラッシュメモリのソフトウェアコマンド(第一コマンド)を発行して 。ください 

ソフトウェアコマンド発行(第二コマンド以降)
、複数のコマンドからなるフラッシュメモリの操作を行う場合 次の処理を行って 。ください 

、最後のコマンドを発行する前に フラッシュメモリ制御レジスタ0の最終コマンド受け付け
ビジーフラグが“0”になるまで待って 。ください 

0 0 1
b7 b0

フラッシュメモリ制御レジスタ0(FMR0)

EWM 書き換えモード選択ビット

EW1モード1： 

LBM ロックビットリードモード設定ビット

データバス経由で読み出し0： 
LBSビットで読み出し1： 

“0”にしてください

LBS ロックビットステータスフラグ

ロック0： 
非ロック1： 

RRDY リードレディフラグ

ビジー0： 
レディ1： 

FCA 最終コマンド受け付けビジーフラグ

最終コマンド受け付け可0： 
最終コマンド受け付けビジー1： 

、続いて 内蔵フラッシュメモリのソフトウェアコマンド(最終コマンド) 。を発行してください 

次ページへ続く



R32C/100シリーズ
CPU書き換えモード (EW1モード )を使った

ユーザROM領域の書き換えについて

RJJ05B1586-0100 Rev.1.00 Page 13 of 23
2010.05.28

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

前ページから

AAh

、通常モードに復帰 EBC0レジスタ設定値の復帰

b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

書き込み許可AAh： 

0 0 0 0 0 0 0 1
b7 b0

フラッシュメモリ制御レジスタ(FMCR)

FEW CPU書き換えモード設定ビット

通常モード0： 

“1”にしてください

“0”にしてください

00h
b7 b0

プロテクト解除レジスタ(PRR)

CCR、 FMCR、 PBC、 FEBC0、 FEBC3、 EBC0~EBC3、 
CB01、 CB12、 CB23レジスタに対するプロテクトを制御します

書き込み禁止AAh以外： 

PRRレジスタを“AAh”(書き込み許可) 、にした後は 必ず“AAh以外”(書き込み禁止)にしてください

外部バス制御レジスタ(EBC0,EBC3)
b15 b8 b7 b0

内部RAMに退避した値を再設定してください
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3.6 フラッシュメモリ書き換えに関する注意

(1) 電源電圧に関する注意事項

•フラッシュメモリ書き換え中の電源電圧は、電気的特性に定める電圧の範囲で一定の電圧を供給し

てください。書き換え中に保証値を超える電圧変動があった場合、フラッシュメモリの保証はでき

ません。

(2) ハードウェアリセットに関する注意事項

•フラッシュメモリ書き換え中は、ハードウェアリセットを行わないでください。

(3) フラッシュメモリプロテクトに関する注意点

• IDコードの格納番地に誤ったデータを書くと、標準シリアル入出力モードによるフラッシュメモリ

の読み書きができなくなります。

(4) プログラム作成上の注意点

•低速モード、低消費電力モードでは、FMCRレジスタのFEWビットを“1”(CPU書き換えモード)
にしないでください。

•プログラム、ブロックイレーズ、ロックビットプログラム、プロテクトビットプログラムは、

NMI、ウォッチドッグタイマ割り込み、発振停止検出割り込み、電圧低下検出割り込みで中断され

ます。これらのソフトウェアコマンドが中断された場合、当該ブロックをイレーズした後に再度同

じコマンドを実行してください。特にブロックイレーズが中断された場合、ロックビットとプロテ

クトビットの値は不定になりますので、ロック解除後再度ブロックイレーズを実施してください。

(5) 割り込み使用上の注意点

•プログラム /ブロックイレーズ中に、可変ベクタテーブルにベクタを持つ割り込みが受け付けられ

ないようにしてください。

•ウォッチドッグタイマ割り込みが発生しないようにしてください。

• NMI、発振停止検出割り込み、電圧低下割り込みは、割り込みが発生すると自動的にリードアレイ

モードになりますので、フラッシュメモリの書き換え中でも使用できます。割り込み発生時はフ

ラッシュメモリの書き換えが中断され、FMR0、FMSR0レジスタがリセットされます。割り込み処

理終了後にFMR0レジスタのEWMビットを“1”(EW1モード)、FMR1レジスタのLBDビットを

“1”(ロックビットプロテクト無効 )にしてから再度書き換えプログラムを実行してください。

(6) 書き換え制御プログラムの書き換えに関する注意点

•書き換え制御プログラムが格納されているブロックは書き換えないでください。

(7) プログラム、イレーズ回数とソフトウェアコマンド実行時間

•ソフトウェアコマンド(プログラム、ブロックイレーズ、ロックビットプログラム、プロテクト

ビットプログラム)の実行時間は、プログラム、イレーズ回数の増加とともに長くなります。特に、

プログラム、イレーズ回数が電気的特性に定めるプログラム、イレーズ回数を超えると、ソフト

ウェアコマンドの実行時間は著しく長くなるため、ソフトウェアコマンドの待ち時間の設定は電気

的特性に定める最大時間以上に設定してください。

(8) その他の注意事項

•電気的特性に定めるプログラム、イレーズ回数は当初の性能を保証できるプログラム、イレーズ回

数の最大値です。この回数を超えると直ちにプログラム、イレーズができなくなるわけではありま

せん。

•デバッグでプログラム、イレーズを繰り返したチップは、量産時には使用しないでください。
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4. 参考プログラム例
参考プログラムは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

4.1 参考プログラムの説明

参考プログラムでは、メインクロック逓倍モードで起動し、INT0割り込み要求の発生をトリガにCPU
書き換えモード(EW1モード) に遷移してブロックA(61000h番地~61FFFh番地)とブロック7(FFFA0000h番
地~FFFAFFFFh番地 )にデータを保存するプログラム例を示します。本プログラム例ではブロックAとブ

ロック7に対して、ブロックイレーズ、プログラムを順に行います。図 4.1に、参考プログラムで使用す

るメモリマップを示します。

参考プログラムの実行状態は、ポートP4 の状態により確認できます。表 4.1 にポートP4 の状態を示し

ます。

図 4.1 参考プログラムで使用するメモリマップ

表 4.1 ポートP4の状態

P4 出力状態

"1" "0"
P4_0 停止 CPU書き換え実行中

P4_1 ブロックイレーズ正常終了 消去エラー発生

P4_2 プログラム正常終了 プログラムエラー発生

ブロックB

ブロック17

ブロック16

ブロック7

ブロック6

ブロック5～ 0

データ
フラッシュ
メモリ

(データ領域)

書き換え対象領域

書き換え対象領域

書き換え対象領域
CPU書き換えプログラム格納領域

フラッシュ
メモリ

(プログラム領域)

FFF00000h
FFF0FFFFh
FFF10000h
FFF1FFFFh

FFFA0000h
FFFAFFFFh
FFFB0000h
FFFBFFFFh

FFFC0000h

FFFFFFFFh

INT0割り込み要求発生に
、より フラッシュメモリ

の内容を書き換える

・
・
・
・

ブロックA

00060000h
00060FFFh
00061000h
00061FFFh
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4.2 処理フロー

図 4.2に参考プログラム全体の処理フローを示します。

図 4.2 CPU書き換え処理

(注1)

CPU書き換え処理

INT0 ？割り込み要求あり 

フラッシュ書き換えバスタイミング設定

CPU書き換えモード(EW1モード)移行

No

Yes

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(3)

P4_0を“0”に設定

注1． SetPLLClock関数 。の設定はユーザーズマニュアルを参照してください 

Iフラグを“0”に設定

SetPLLClock()

ポートP0、 INT0初期化

Iフラグを“1”に設定

Iフラグを“0”に設定

IRビットに“0”書き込み

フラッシュ書き換えプログラム

通常モードに復帰

外部バスタイミング(EBC0)再設定(10)

(11)

(12)

P4_0を“1”に設定

Iフラグを“1”に設定
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図 4.3にフラッシュ書き換えプログラムの処理フローを示します。

書き込むデータ分プログラム処理を繰り返してください。

図 4.3 フラッシュ書き換えプログラム処理

フラッシュ書き換えプログラム処理開始

？戻り値が正常ステータス 

ステータスチェック

Yes

No

ブロックイレーズ

？戻り値が正常ステータス 

プログラム ブロックイレーズエラー

No

Yes

プログラム確認

必要バイト分処理を繰り返す

フラッシュ書き換えプログラム処理終了

(1)

(2)

(5)(3)

(4)
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(1) ブロックイレーズ
ブロックイレーズ関数のフローを図 4.4に示します。

フラッシュメモリへのコマンド書き込みは16ビット単位で行ってください。

図 4.4 ブロックイレーズ関数

ブロックイレーズ処理開始

FFFFF800h番地に
“0020h”を書き込み

FMR0レジスタの
FCAビット =“0 ？” 

No

Yes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

対象ブロック内任意の偶数アドレス(引数)に
"00D0h”を書き込み

FMSR0レジスタの
RDYビット =“0 ？” 

戻り値に
ステータスチェックの結果をセット

ブロックイレーズ処理終了

Yes

No

ブロックイレーズ第一コマンド

ブロックイレーズ第二コマンド

ステータスチェック
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(2) ブロックイレーズエラー処理
ブロックイレーズエラー関数のフローを図 4.5に示します。

フラッシュメモリへのコマンド書き込みは16 ビット単位で行ってください。ブロックイレーズコマン

ドで消去エラーが発生した場合、クリアステータスレジスタコマンド発行後再度ブロックイレーズコマ

ンドを発行し、消去エラーが発生しなくなってから少なくとも 3 回ブロックイレーズを実施してくださ

い。

図 4.5 ブロックイレーズエラー関数

ブロックイレーズエラー処理開始

FFFFF800h番地に
“0050h”を書き込み

No

Yes

(2)

(3)

(4)

戻り値が正常ステータス？ 

ブロックイレーズエラー処理終了

クリアステータスレジスタ
第一コマンド

ポートP4_1 =“0”

ブロックイレーズ

No

Yes
(5)

戻り値が正常ステータス？ 

ブロックイレーズ

No

Yes

戻り値が正常ステータス？ 

ブロックイレーズ

ブロックイレーズ(6)

(1)
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(3) プログラム処理
プログラム関数のフローを図 4.6に示します。

フラッシュメモリへのコマンド書き込みは16ビット単位で行ってください。

プログラムは64ビット (4ワード)単位で行います。第二コマンド以降第五コマンドまでが一連のコマン

ドです。書き込みアドレスの上位29 ビットは固定、下位3 ビットは、第二コマンドから順に、“000b”-”
010b”- ”100b”-”110b”(0h-2h-4h-6hまたは8h-Ah-Ch-Eh)となるように指定してください。

図 4.6 プログラム関数

プログラム処理開始

FFFFF800h番地に
“0043h”を書き込み

(3)

(4)

(5)

(6)

プログラム処理終了

プログラム第一コマンド

完了データ数 = 0

No

Yes

(7)

(8)

FMR0レジスタの
FCAビット=“0 ？” 

書き込みアドレスにデータを書き込み

書き込みアドレス+2にデータを書き込み

書き込みアドレス+4にデータを書き込み

書き込みアドレス+6にデータを書き込み

No

Yes

FMSR0レジスタの
RDYビット=“1 ？” 

戻り値が正常ステータス？ 

Yes

No

プログラム第二コマンド

プログラム第三コマンド

プログラム第四コマンド

プログラム第五コマンド

(1)

ステータスチェック

(2)

(9) FFFFF800h番地に
“0050h”を書き込み

ポートP4_2=“0”

クリアステータスレジスタ
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(4) プログラム確認処理
プログラム確認関数のフローを図 4.7に示します。

プログラム関数で書き込まれた値が期待通りか確認します。

図 4.7 プログラム確認関数

プログラム確認処理開始

(1)

(2)

(4)

プログラム確認処理終了

完了データ数 = 0

No

Yes

？戻り値が正常終了 かつ
＞ ？書き込み要求数 完了データ数 

書き込みデータ=
？書き込みアドレスのデータ 

Yes

No

完了データ数に“1”を追加

戻り値を異常ステータスに設定

ポートP4_2=“0”

(3)
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(5) ステータスチェック処理
ステータスチェック関数のフローを図 4.8に示します。

エラー発生時はクリアステータスレジスタコマンドを発行してからエラー処理を行ってください。

プログラムが正しいにもかかわらずイレーズエラーやプログラムエラーが頻発する場合、当該ブロッ

クは使用できなくなった可能性があります。

図 4.8 ステータスチェック関数

ステータスチェック処理開始

FMSR0レジスタの
EERRビット=“1 ？” 

FMSR0レジスタの
WERRビット=“1 ？” 

Yes

ステータスチェック処理終了

戻り値に異常ステータスを設定戻り値に正常ステータスを設定

No

No

Yes

(1)

(2)
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5. 参考ドキュメント
R32C/118グループユーザーズマニュアル Rev.1.00
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

Cコンパイラマニュアル

R32C/100シリーズ用CコンパイラパッケージV.1.02 Cコンパイラユーザーズマニュアル Rev.2.00
（最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。）

ホームページとサポート窓口
ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com/

お問合せ先
http://japan.renesas.com/inquiry
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製品ご使用上の注意事項 

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意

事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の

記載が優先するものとします。 
 

1. 未使用端子の処理 
【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。 
CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端

子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が

流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子

の処理」で説明する指示に従い処理してください。 
2. 電源投入時の処置 

【注意】電源投入時は，製品の状態は不定です。 
電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定で

す。 
外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子

の状態は保証できません。 
同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの

かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。 
3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止 

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。 
アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）がありま

す。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしない

ようにしてください。 
4. クロックについて 

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。 
プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてくださ

い。 
リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、

クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し

てから切り替えてください。 
5. 製品間の相違について 

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してくださ

い。 
同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電

気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合がありま

す。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。 
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